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背景：グラフェン、窒化ボロン、遷移金属ダイ

カルコゲナイド（TMD）に代表される二次元層

状材料はその特徴的な物理特性およびデバイ

ス特性から様々な応用への探索が進んでいる。

中でもTMDはバンドギャップを有しているこ

とがデバイス応用に有効であることから、特に

注目を集めている。金属およびカルコゲン両方

で混晶の作製が試みられており、組成制御によ

ってバンドギャップがおよそ 1.3 eV から 2.0 

eV まで変化することが報告されている[1,2]。

さらに、MoTe2のバンドギャップから、MoS2(1-

x) Te2xの作製によってバンドギャップ制御をお

よそ 0.9 eV まで下げることが可能であると考

えられる[3]。これまでに我々は TMDをスパッ

タで作製することにより、大面積で均一かつ低

不純物の膜が作製できることを報告してきた

[4]。本研究ではMoS2とMoTe2の同時スパッタ

と in-situ での熱処理によって MoS2(1-x) Te2xを

作製した。 

実験：MoS2とMoTe2ターゲットの同時スパッ

タ時に、ターゲット投入パワーによってカルコ

ゲン濃度を制御し、SiO2/Si基板上に膜を堆積、

in-situの熱処理を行うことでMoS2(1-x) Te2xを作

製した。試料は XPS および分光エリプソメト

リーで膜組成、化学結合状態及びバンドギャッ

プの評価を行った。 

結果：XPS測定の結果、Mo-S及びMo-Te結合

が形成されていることが確認された。また分光

エリプソメトリーを用いた測定結果に対して、

誘電関数のモデルでフィッティングを行い、吸

収係数を算出することでバンドギャップを導

出し、Mo:S:Te=1:1.2:0.8の試料において 1.0 eV

であることが確認された。図 1 に示したよう

に、この値はMoS2とMoTe2の値を直線で結ん

だ線上より低い値であり、いわゆる Bowing効

果が生じていることが確認された。[5] 

 

Fig.1 Bandgap value of the film in this study 
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